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R6sum6s de th6se 
Les theses de doctorat constituent une excellente base pour la bibliographie d'une question technique ou scientifique. Elles contiennent 

un exposd introductif du probl~me, quelques rdsultats nouveaux permettant de se faire une idde de l'dtat de la question, et enfin une liste de 
rdf~rences permettant d'aller plus loin. 

Les Annales des Tdldcommunications publient rdguli~rement des r~sum~s de those rddig~es en francais et dont le sujet concerne les 
tdldcommunications. Les .4nnales des Tdldcommunications invitent tous sea lecteurs participant aux jurys de theses, ~en  informer l'~quipe 
de rddaction, et mieux, d lui envoyer directement une photocopie de la derni~re page de m~moire. En e fret, un rOglement prdcise qu' un rdsumd 
du travail, en 300 mots, doit y figurer. C'est une occasion de r~aliser une diffusion de ce texte aupr~s du public intdressd. 

Etude et conception de proeesseurs de signaux rapides 
int~gr~s sur ars~niure de gallium 

par Jean K A M D E M  

l'Universit~ de Paris-Sud * 

le vendredi 20 mai 1988 

La premiere partie de ce m~moire est consacr~e A l'~tude 
du comportement des circuits int6gr6s logiques GaAs, aux 
temperatures cryog~niques. Notre approche a consist6 ~ con- 
cevoir des portes logiques de base, adapt6e ~ une structure 
de MESFET faiblement dop~e (1 A 2 • 1016 cm-8), que nous 
avons mise au point compte tenu des modifications des pro- 
pri&~s du GaAs lorsqu'il est refroidi. Apr~s une ~tude th6o- 
rique de la structure, un module simplifi~ du MESFE'r GaAs 
d~pendant de la temp6rature (de 77 K ~ 300 K), et destin~ 
/~ la simulation 61ectrique a 6t6 d6duit. Des portes logiques 
optimis~es pour 77 K, et des oscillateurs en anneau associ6s 
ont 6t6 conqus puis simul6s et r6alis~s. La mobilit6 mesur~e 
varie de 5000 cm~/V.s A 300K, A 12000 cm~/V.s ~ 77K,  
tandis que le temps de propagation passe de 77 ps ~ 300 K, 

38 ps A 77 K, pour un facteur de m6rite de 1 pJ. De l 'ensemble 
des r6sultats obtenus, il d~coule que le facteur de m6rite d 'une 
porte est une fonction ind6pendante de la temp6rature. Le 
bon accord th6orie-exp6rience obtenu sur les fonctions de 
transfert, la consommation par porte et les temps de propa- 
gation en fonction de la temp6rature a permis de valider le 
mod61e du transistor. 

La seconde partie a port6 sur l '6tude et la conception ~t 
300 K, de multiplexeurs haut d6bit int6gr6s sur GaAs en 
logique BVL (Buffered FET Logic). On effectue tout d 'abord 
une analyse th6orique par  simulation, du comportement des 
principales structures aFL, lorsque les p6riodes d'horloges 
sont voisines des temps de propagation, et on en d6duit les 
conditions qui limitent leur mont6e en fr6quence. La notion 
d'imp6dance d'entr6e et de sortie d 'une porte logique en r6gime 
de haute vitesse est d6finie, et leur m6thode de d6termination 
est propos6e. Cette 6tude est ensuite appliqu6e/t  la conception 
et ~t la r6alisation de multiplexeurs ~ rang fixe en 2 et 7 entr6es, 
et b. rang programmable sur 2, 3 ou 4 entr6es (technologie 
1 ~zm de Thomson). Les d6bits num6riques mesur6s varient 
de 1,5 ~t 2 Gbit/s, pour une consommation de 1 W par puce. 

Pour terminer, nous avons compar6 les logiques 77 K 
et 300 K, b. travers les performances d 'un  multiplexeur /t 
deux entr6es. 
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Diffusion de zinc dans ies mat~riaux AIGaInAs : 
application au transistor bipolaire /t h~t~rojonction 

par Paul-Eric HALLALI 

/t l 'Universit6 Paris VII * 

le lundi 25 avril 1988 

Ce travail concerne la diffusion de zinc dans les semiconduc- 
teurs III-V A1GaInAs ainsi que son application ~ la r6alisation 
technologique de composants. 

Ces mat~riaux quaternaires et les ternaires limitcs GaInAs 
et AIInAs sont ~labor~s par ~pitaxie par jets mol~culaires sur 
substrat de phosphure d'indium. Les diffusions sont r6alis~es 
en utilisant la technique de la boite semi-ferm~e et elles sont 
caract6ris6es par profilom~tre ~lectrochimique (POLARON) et 
par sonde ionique (SIMS). 

Une ~tude exp~rimentale du m6canisme de diffusion cst 
men~e pour le zinc dans GaInAs. D'apr~s l 'analyse Boltzmann- 
Matano des profils obtenus et par  comparaison avec des profils 
th~oriques calculus, un m~an i sme  Interstitiel-Substitutionnel 
est d6termin6. On montre notamment  un ~tat de charge non 
nul pour les atomes en site interstitiel. Nous pr~sentons ensuite 
l '6volution des caract6ristiques de diffusion en fonction du 
pourcentage en A1 contcnu dans le mat6riau. 

Puis nous exposons l 'utilisation de la diffusion dans le proc~d6 
de fabrication de Transistors Bipolaires /~ H~t~rojonction 
pour contacter la base ~ travers la couche d'6metteur. 

Une pr6sentation des caract6ristiques des homojonctions 
diffus6es et la r~alisation de contacts ohmiques permettent 
d'~tudier les ph6nom~nes induits par l 'emploi de la diffusion 
au cours de la fabrication des transistors. Enfin, nous pr6sentons 
les caract6ristiques des transistors diffus6s : 

- -  transistors de grandes dimensions (100 *$m) pr~sentant 
en r~gime statique, un gain maximal en courant de l 'ordre 
de 1 200 ; 

- - t r a n s i s t o r s  de petites dimensions (10 *~m) avec des 
fr6quences caract6ristiques f t  = 1,7 GHz et ]max 0,9 GHz 
en fonctionnement dynamique. 
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